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【57】申請專利範圍
1.　一種封裝基板，其包括：一基板核心層；複數個第一外部的電路互連線，其被設置在所
述基板核心層的一頂表面上，所述複數個第一外部的電路互連線是包含一位在所述基板

核心層上並且相鄰所述基板核心層的一邊緣的第一最外側的外部的電路互連線；複數個

內部的電路互連線，其被設置在所述基板核心層中，所述複數個內部的電路互連線是包

含一位在所述基板核心層中並且相鄰所述基板核心層的所述邊緣的最外側的內部的電路

互連線；一第一接合墊，其被設置在所述第一最外側的外部的電路互連線上並且在所述

基板核心層的一第一接合區域中被露出；以及一第二接合墊，其被設置在所述最外側的

內部的電路互連線上並且在所述基板核心層的一第二接合區域中被露出，其中所述第一

接合區域是和一晶片安裝區域在與該基板核心層的該表面平行的橫向方向上間隔開一第

一距離，並且所述第二接合區域是和所述晶片安裝區域在與該基板核心層的該表面平行

的橫向方向上間隔開一第二距離，所述第二距離是大於所述第一距離。

2.　如申請專利範圍第 1項的封裝基板，其中所述第一接合區域是和所述第二接合區域間隔
開一第三距離。

3.　如申請專利範圍第 1項的封裝基板，其進一步包括複數個被設置在所述基板核心層的一
底表面上的第二外部的電路互連線。

4.　如申請專利範圍第 3項的封裝基板，其進一步包括：一第一貫孔，其被配置以電連接所
述第一最外側的外部的電路互連線至所述複數個內部的電路互連線中的除了所述最外側

的內部的電路互連線之外的一個；一第二貫孔，其被配置以將被連接至所述第一貫孔的

所述內部的電路互連線電連接至所述複數個第二外部的電路互連線中的一個；以及一第

三貫孔，其被配置以電連接所述最外側的內部的電路互連線至所述複數個第二外部的電
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路互連線中的另一個，其中所述第一、第二及第三貫孔只位在所述第二接合區域與所述

封裝基板的一中央部分之間。

5.　如申請專利範圍第 3項的封裝基板，其進一步包括：一第一貫孔，其被設置在所述基板
核心層中以電連接所述第一最外側的外部的電路互連線至所述複數個內部的電路互連線

中的除了所述最外側的內部的電路互連線之外的一個；一第二貫孔，其被設置在所述基

板核心層中以將被連接至所述第一貫孔的所述內部的電路互連線電連接至所述複數個第

二外部的電路互連線中的一個；以及一第三貫孔，其被設置在所述基板核心層中以電連

接所述最外側的內部的電路互連線至所述複數個第二外部的電路互連線中的另一個。

6.　如申請專利範圍第 5項的封裝基板，其中所述第一貫孔以及所述第二貫孔是被設置在所
述晶片安裝區域中及/或在一介於所述晶片安裝區域與所述第一接合區域之間的介面區域
中。

7.　如申請專利範圍第 5項的封裝基板，其中所述第一最外側的外部的電路互連線中的至少
兩個是位在所述基板核心層上並且相鄰所述基板核心層的所述邊緣，以及其中所述第一

最外側的外部的電路互連線是從所述晶片安裝區域延伸至位在所述第一接合區域與所述

第二接合區域之間的一區域。

8.　如申請專利範圍第 7項的封裝基板，其中所述第一貫孔中的至少兩個是被設置在所述基
板核心層中，以分別電連接所述第一最外側的外部的電路互連線至所述複數個內部的電

路互連線中的除了所述最外側的內部的電路互連線之外的一個，其中所述第一貫孔包含

位在所述晶片安裝區域與所述第一接合區域之間的偶數第一貫孔、以及位在所述晶片安

裝區域中的奇數第一貫孔，以及其中所述偶數及奇數第一貫孔是被配置以形成一曲折圖

案。

9.　如申請專利範圍第 5項的封裝基板，其中所述第三貫孔是被設置在所述晶片安裝區域與
所述第二接合區域之間。

10.   如申請專利範圍第 5項的封裝基板，其中所述最外側的內部的電路互連線中的至少兩個
是位在所述基板核心層中並且相鄰所述基板核心層的所述邊緣，以及其中所述最外側的

內部的電路互連線是從介於所述基板核心層的一側壁與所述第二接合區域之間的一區域

延伸到介於所述晶片安裝區域與所述第一接合區域之間的一區域。

11.   如申請專利範圍第 10項的封裝基板，其中所述第三貫孔中的至少兩個是被設置在所述基
板核心層中，以分別電連接所述最外側的內部的電路互連線至所述複數個第二外部的電

路互連線中的另一個，其中所述第三貫孔是沿著與所述第一接合區域平行的一方向，以

一種曲折方式交替地加以排列，並且被設置在所述晶片安裝區域與所述第二接合區域之

間。

12.   如申請專利範圍第 11項的封裝基板，其中所述第三貫孔的每一個是至少部分位在所述第
一接合區域之內，以及其中所述最外側的內部的電路互連線是完全重疊所述第三貫孔。

13.   如申請專利範圍第 3項的封裝基板，其進一步包括一第一絕緣層，所述第一絕緣層是被
設置在所述基板核心層的頂表面上以覆蓋所述複數個第一外部的電路互連線，其中所述

第一絕緣層是具有一第一開口以及一第二開口。

14.   如申請專利範圍第 13項的封裝基板，其中所述第一開口以及所述第二開口分別露出在所
述第一接合區域中的所述第一接合墊、以及在所述第二接合區域中的所述第二接合墊。

15.   如申請專利範圍第 14項的封裝基板，其中所述第一開口的一深度是對應於所述第一絕緣
層的一頂表面到所述第一接合墊的一頂表面，並且是小於所述第一絕緣層的一厚度。

16.   如申請專利範圍第 15項的封裝基板，其中所述第二開口的一深度是對應於所述第一絕緣
層的頂表面到所述第二接合墊的一頂表面，並且是大於所述第一絕緣層的所述厚度。
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17.   如申請專利範圍第 13項的封裝基板，其中所述基板核心層是具有與所述第二開口垂直地
對齊的一溝槽，所述第二開口是貫穿在所述第二接合區域中的所述第一絕緣層。

18.   如申請專利範圍第 17項的封裝基板，其中所述第二接合墊是藉由所述第二開口以及所述
溝槽而被露出。

19.   如申請專利範圍第 18項的封裝基板，其中所述溝槽的一深度是實質等於一第一高度，所
述第一高度是對應於在所述內部的電路互連線的頂表面以及所述第一外部的電路互連線

的底表面之間的一高度差。

20.   如申請專利範圍第 13項的封裝基板，其進一步包括一第二絕緣層，所述第二絕緣層是被
設置在所述基板核心層的底表面上以覆蓋所述複數個第二外部的電路互連線，其中所述

第二絕緣層是包含一第三開口，所述第三開口是被配置以露出所述複數個第二外部的電

路互連線的任一個的一部分。

21.   如申請專利範圍第 20項的封裝基板，其中所述第三開口是被配置以容許焊料球能夠被設
置在所述複數個第二外部的電路互連線的所述露出的部分上。

22.   一種半導體封裝，其包括：一基板核心層；複數個第一外部的電路互連線，其被設置在
所述基板核心層的一頂表面上，所述複數個第一外部的電路互連線是包含位在所述基板

核心層上並且相鄰所述基板核心層的一邊緣的一第一最外側的外部的電路互連線；複數

個內部的電路互連線，其被設置在所述基板核心層中，所述複數個內部的電路互連線是

包含位在所述基板核心層中並且相鄰所述基板核心層的所述邊緣的一最外側的內部的電

路互連線；一第一接合墊，其被設置在所述第一最外側的外部的電路互連線上並且在所

述基板核心層的一第一接合區域中被露出；一第二接合墊，其被設置在所述最外側的內

部的電路互連線上並且在所述基板核心層的一第二接合區域中被露出；一第一晶片以及

一第二晶片，其依序地被堆疊在所述基板核心層的一晶片安裝區域上；一第一導線，其

電連接所述第一晶片的一第一晶片墊至所述第一接合墊；以及一第二導線，其電連接所

述第二晶片的一第二晶片墊至所述第二接合墊，其中所述第一接合區域是和一晶片安裝

區域在與該基板核心層的該表面平行的橫向方向上間隔開一第一距離，並且所述第二接

合區域是和所述晶片安裝區域在與該基板核心層的該表面平行的橫向方向上間隔開一第

二距離，所述第二距離是大於所述第一距離。

圖式簡單說明

圖 1是描繪根據一實施例的一種封裝基板的一個例子的一表示的立體圖。
圖 2是沿著圖 1的一線 I-I'所取的視圖的一個例子的橫截面表示。
圖 3是描繪內含在根據一實施例的一種封裝基板中的第一貫孔的位置的一個例子的一表

示的平面圖。

圖 4是描繪內含在根據一實施例的一種封裝基板中的第三貫孔的位置的一個例子的一表
示的平面圖。

圖 5是描繪用以描述在圖 1中所描繪的一種封裝基板的優點的一般的封裝基板的一個例
子的一表示的平面圖。

圖 6是描繪根據一實施例的一種半導體封裝的一個例子的一表示的立體圖。
圖 7是沿著圖 6的一線Ⅱ-Ⅱ'所取的視圖的一個例子的橫截面表示。
圖 8是描繪一種包含根據某些實施例的半導體封裝中的至少一個的電子系統的一個例子

的一表示的方塊圖。

圖 9是描繪一種包含根據某些實施例的半導體封裝中的至少一個的電子系統的一個例子
的一表示的方塊圖。
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